
这是关于全面投产产品的信息。

8 2013 DocID024729 第 2 版 1/12

12

STF18N60M2

TO-220FP 封装 N- 沟道 600 V，0.255 Ω （典型值），13 A MDmesh
II Plus ™ low Qg （低栅电荷）功率 MOSFET

数据手册  生产数据

Figure 1. 内部原理图

特性

• 极低的栅极电荷

• 比前代产品具有更低的导通电阻 x 面积值

• 低栅极输入阻抗

• 100% 雪崩测试

• 齐纳保护

应用

• 开关应用

• LLC 转换器，谐振转换器

描述

本器件是利用新一代MDmesh ™技术——MDmesh II 
Plus ™ low Qg（低栅电荷）N- 沟道功率 MOSFET 进
行开发的。这款革命性的功率 MOSFET 将垂直结构
引入到公司的横向版图设计中，从而获得世界上
最小的导通电阻和栅极电荷值。因此，它可以完
全满足制作高效率电源转换器的严苛要求。
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订购码 VDS @ TJmax RDS(on) max ID

STF18N60M2 650 V 0.28 Ω 13 A

Table 1. 器件总览

订购码 标记 封装 包装

STF18N60M2 18N60M2 TO-220FP 条管

www.st.com

http://www.st.com
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STF18N60M2 电气额定值

1 电气额定值

         

         

         

Table 2. 绝对最大额定值

符号 参数 数值 单位

VGS 栅 - 源电压 ± 25 V

ID 漏极电流 （连续）@ TC = 25 °C 13(1)

1. 受限于封装

A

ID 漏极电流 （连续）@ TC = 100 °C 8(1) A

IDM
(2)

2. 脉冲宽度受限于安全工作区

漏极电流 （脉冲） 52(1) A

PTOT 总损耗 @ TC = 25 °C 25 W

dv/dt (3)

3. ISD  £ 13 A，di/dt  £ 400 A/µs ； VDS peak < V(BR)DSS, VDD=400 V.

峰值二极管恢复电压斜坡 15 V/ns

dv/dt(4)

4. VDS £ 480 V

MOSFET 抗 dv/dt 瞬变能力 50 V/ns

VISO
所有三个引脚到外部散热器 （t = 1 s ；
TC = 25 ℃）的绝缘耐压（均方根值）

2500 V

Tstg 存储温度
- 55 至 150 °C

Tj 最大值 工作结温

Table 3. 热学数据

符号 参数 数值 单位

Rthj-case 结到外壳最大热阻 3.6 °C/W

Rthj-amb 结到环境最大热阻 62.5 °C/W

Table 4. 雪崩特性

符号 参数 数值 单位

IAR
雪崩电流，重复或非重复（脉冲宽度受限
于 Tjmax）

3 A

EAS
单脉冲雪崩能量值（起始 Tj=25°C， ID= 
IAR ； VDD=50）

135 mJ



电气特性 STF18N60M2

4/12 DocID024729 第 2 版

2 电气特性

（TC = 25 °C，除非另有规定）

Table 5. 导通 / 关断状态

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

V(BR)DSS 漏 - 源击穿电压 ID = 1 mA，VGS = 0 600 V

IDSS
零栅极电压 

漏极电流 （VGS = 0）

VDS = 600 V 1 µA

VDS = 600 V，TC=125 °C 100 µA

IGSS
栅体泄漏

电流 （VDS = 0）
VGS = ± 25 V ±10 µA

VGS(th) 栅极阈值电压 VDS = VGS，ID = 250 µA 2 3 4 V

RDS(on)
静态漏 - 源 
导通电阻

VGS = 10 V，ID = 6.5 A 0.255 0.28 W

Table 6. 动态

符号 参数 测试条件
最小
值

典型值
最大
值

单位

Ciss 输入电容
VDS = 100 V，f = 1 MHz， 

VGS = 0

- 791 - pF

Coss 输出电容 - 40 - pF

Crss 反向传输电容 - 5.6 - pF

Coss eq.
(1)

1. Coss eq. 定义为当 VDS 从 0 升到 80% VDSS 时，可与 Coss 提供相同充电时间的恒定等效电容。

等效输出电容 VDS = 0 至 480 V，VGS = 0 - 164.5 - pF

RG 固有栅极电阻 f = 1 MHz，ID = 0 - 5.6 - W

Qg 总栅极电荷 VDD = 480 V，ID = 13 A，

VGS = 10 V

（见 Figure 15）

- 21.5 - nC

Qgs 栅 - 源电荷 - 3.2 - nC

Qgd 栅 - 漏电荷 - 11.3 - nC

Table 7. 开关时间

符号 参数 测试条件
最小
值

典型值 最大值 单位

td(on) 导通延迟时间 

VDD = 300 V，ID = 6.5 A， 

RG = 4.7 Ω， VGS = 10 V

（见 Figure 14 和 Figure 19）

- 12 - ns

tr 上升时间 - 9 - ns

td(off) 关断延迟时间 - 47 - ns

tf 下降时间 - 10.6 - ns
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Table 8. 源 - 漏二极管

符号 参数 测试条件
最小
值

典型
值

最大
值

单位

ISD 源 - 漏电流 - 13 A

ISDM 
(1)

1. 脉冲宽度受限于安全工作区。

源 - 漏电流（脉冲） - 52 A

VSD 
(2)

2. 脉冲：脉冲持续时间 = 300 µs，占空比 1.5%

前向导通电压 ISD = 13 A，VGS = 0 - 1.6 V

trr 反向恢复时间
ISD = 13 A，di/dt = 100 
A/µs

VDD = 60 V （见 Figure 16）

- 305 ns

Qrr 反向恢复电荷 - 3.3 nC

IRRM 反向恢复电流 - 22 A

trr 反向恢复时间 ISD = 13 A，di/dt = 100 
A/µs

VDD = 60 V， Tj = 150 ℃

（见 Figure 16）

- 417 ns

Qrr 反向恢复电荷 4.6 nC

IRRM 反向恢复电流 22 A
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2.1 电气特性（曲线）
         

         

                

Figure 2. 安全工作区 Figure 3. 热阻
                  

Figure 4. 输出特性 Figure 5. 传输特性
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Figure 6. 栅极电荷 vs 栅源电压 Figure 7. 静态漏 - 源导通电阻
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Figure 8. 电容变化 Figure 9. 归一化栅极阈值电压 vs 温度
                  

Figure 10. 归一化导通电阻 vs 温度 Figure 11. 源漏二极管前向特性
                  

Figure 12. 归一化 VDS vs 温度 Figure 13. 输出电容储能
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3 测试电路   

Figure 14. 电阻负载的开关时间测试电路 Figure 15. 栅极电荷测试电路

                  

Figure 16. 电感负载开关和二极管恢复时间测试电
路

Figure 17. 非钳位电感负载测试电路

                  

Figure 18. 非钳位电感波形 Figure 19. 开关时间波形
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STF18N60M2 封装机械数据

4 封装机械数据

为满足环境要求，意法半导体为这些器件提供了不同等级的 ECOPACK® 封装，具体取决于它
们的环保合规等级。ECOPACK® 的规格、等级定义和产品状态可在 www.st.com 上查询。
ECOPACK® 是意法半导体的商标。

Table 9. TO-220FP 机械数据

尺寸
mm

最小值 典型值 最大值

A 4.4 4.6

B 2.5 2.7

D 2.5 2.75

E 0.45 0.7

F 0.75 1

F1 1.15 1.70

F2 1.15 1.70

G 4.95 5.2

G1 2.4 2.7

H 10 10.4

L2 16

L3 28.6 30.6

L4 9.8 10.6

L5 2.9 3.6

L6 15.9 16.4

L7 9 9.3

直径 3 3.2

http://www.st.com
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Figure 20. TO-220FP 图纸
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5 修订历史

         

Table 10. 文档修订历史

日期 修订 变更内容

2013 年 6 月 04 日 1 首次发布。

2013 年 6 月 05 日 2

–增加：Table 2 中的注意事项 2

–修改：Ciss、Coss eq、Qg、Qgs 和 Qgd 典型值

–修改： Figure 10 and 11

–少量文字改动
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请仔细阅读：

中文翻译仅为方便阅读之目的。该翻译也许不是对本文档最新版本的翻译，如有任何不同，以最新版本的英文原版文档为准。

本文档中信息的提供仅与 ST 产品有关。意法半导体公司及其子公司 （“ST”）保留随时对本文档及本文所述产品与服务进行变更、更正、修改或改进
的权利，恕不另行通知。

所有 ST 产品均根据 ST 的销售条款出售。

买方自行负责对本文所述 ST 产品和服务的选择和使用，ST 概不承担与选择或使用本文所述 ST 产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产
品或服务，不应被视为 ST 授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务
或其中任何知识产权的保证。

除非在 ST 的销售条款中另有说明，否则，ST 对 ST 产品的使用和 / 或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途 （及
其依据任何司法管辖区的法律的对应情况），或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

意法半导体的产品不得应用于武器。此外，意法半导体产品也不是为下列用途而设计并不得应用于下列用途：（A）对安全性有特别要求的应用，例
如，生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统； （B）航空应用； （C）汽车应用或汽车环境，且 / 或 （D）航天应用或航天环境。如
果意法半导体产品不是为前述应用设计的，而采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向意法半导体发出了书面通知，采购商仍将独自承担因此而
导致的任何风险，意法半导体的产品设计规格明确指定的汽车、汽车安全或医疗工业领域专用产品除外。根据相关政府主管部门的规定，ESCC、QML 
或 JAN 正式认证产品适用于航天应用。

经销的 ST 产品如有不同于本文档中提出的声明和 / 或技术特点的规定，将立即导致 ST 针对本文所述 ST 产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以
任何形式造成或扩大 ST 的任何责任。

ST 和 ST 徽标是 ST 在各个国家或地区的商标或注册商标。

本文档中的信息取代之前提供的所有信息。

ST 徽标是意法半导体公司的注册商标。其他所有名称是其各自所有者的财产。

© 2013 STMicroelectronics 保留所有权利

意法半导体集团公司

澳大利亚 - 比利时 - 巴西 - 加拿大 - 中国 - 捷克共和国 - 芬兰 - 法国 - 德国 - 中国香港 - 印度 - 以色列 - 意大利 - 日本 - 马来西亚 - 马
耳他 - 摩洛哥 – 菲律宾– 新加坡 - 西班牙 - 瑞典 - 瑞士 - 英国 - 美国

www.st.com
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